Veranstaltungsinformationen

Anmeldung: www.ClusterLE.de/veranstaltungen

Allgemeine Hinweise

Anmeldeschluss:

23. September 2026

Veranstalter Cluster Leistungselektronik im
ECPE e.V.

Ostendstrafle 181

90482 Nurnberg

www.clusterLE.de

Schulungsleiter Prof. Till Huesgen

Hochschule Kempten

Teilnahmegebuhr:

€ 770,—* fur Firmen
€ 655,—* flr Universitaten u. Institute
*zzgl. MwSt.

Dr. Bernd Bitterlich, ECPE e.V.
0911/810288-14
bernd.bitterlich@ecpe.org

Technische
Organisation

Organisation Angela von der Griin, ECPE e.V.
0911/81 028817

angela.vondergruen@ecpe.org

Die Teilnahmegebihr beinhaltet das Mittagessen,
Abendessen (fiur Studenten/Doktoranden nicht inkl.),
Kaffeepausen und die Schulungsunterlagen als
Download-Link.  Gedruckte  Schulungsunterlagen
kénnen zum Preis von 50,00 € bestellt werden.

Veranstaltungsort Hochschule Kempten
Seminarraum am Campus
Bahnhofstrae 61 (Theorie) und
Labor fiir Elektronikintegration
LeonhardstralRe 19 (Praxis)

Cluster‘

Leistungselektronik

FLPE

Cluster-Laborkurs

Packaging von
Leistungshalbleitern

87437 Kempten

» Teilnehmern von ECPE-Mitgliedsfirmen wird ein
Rabatt von 15% gewahrt.

» Mit Erhalt der Anmeldebestéatigung sind Sie fiir die
Veranstaltung registriert und erhalten die Rechnung

29. - 30. September 2026
per E-Mail zugesandt. ¥

Hochschule Kempten

» Weitere Informationen (z.B. Hotelvorschlage) werden
mit der Anmeldebestatigung verschickt und sind
unter www.ClusterLE.de zu finden.

» Stornierungsbedingungen: Kostenfreie Stornierung
bis 2 Wochen vor der Veranstaltung. Danach werden
50% der Gebuhr berechnet (Ersatzteilnehmende sind
jederzeit willkommen). Bei Nichterscheinen wird die
volle Gebuhr berechnet.

»> Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt
(bitte frihzeitig anmelden).

» Wir behalten uns vor, den Kurs bei zu geringer
Teilnehmerzahl abzusagen.

Gefardert
im Rahmen der Cluster-Offensive Bayern von der

Bayerischen Staatsregierung
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Cluster-Laborkurs

Packaging von Leistungshalbleitern

29. - 30. September 2026
Hochschule Kempten

Motivation und Ziel:

Leistungshalbleitermodule sind das Herzstiick in jedem
leistungselektronischen System in den verschiedensten
Anwendungen: von der industriellen Antriebstechnik tber
erneuerbare Energien bis hin zur Elektromobilitat. Ihre
effiziente und zuverléassige Funktion ist entscheidend fir die
Leistungsfahigkeit elektronischer Systeme. Um diese
Module optimal einzusetzen, ist ein fundiertes Verstéandnis
ihrer Struktur und ihres Aufbaus unerlasslich. Nur wer ihre
Einsatzgrenzen kennt, kann sie gezielt auswéhlen und in
der Praxis fehlerfrei anwenden. In diesem Laborpraktikum
erhalten die Teilnehmer die Mdglichkeit, ein eigenes
Leistungshalbleitermodul aufzubauen und dessen
Eigenschaften praktisch zu erproben — eine wertvolle
Erfahrung fiir alle, die sich mit modernen Leistungselekt-
ronikanwendungen beschéftigen.

Eine Besonderheit bei diesem Laborkurs ist, dass jeder
Teilnehmer die Mdglichkeit hat, fast alle Gerate selbst zu
bedienen bzw. die Prozessschritte selbstandig auszufihren.
Die Kleingruppen bestehen aus max. 4 Personen. Ein
Betreuer pro Kleingruppe ist stets anwesend und garantiert
eine intensive Betreuung.

Die Vortrage und Diskussionen sind in deutscher Sprache.

Referenten:

Prof. Till Huesgen, Hochschule Kempten
Hr. Cuong Hoang, Hochschule Kempten
Hr. Stefan Maurus, Hochschule Kempten
Hr. Niko Haag, Hochschule Kempten

Programm

Dienstag, 29. September 2026

9:00 Registrierung

9:30 Begruflung
B. Bitterlich, ECPE e.V.

9:45  Einfuhrung

11:00  sjcherheitseinweisung Laborrundgang

11:15 Pause

11:30 Versuchsvorbereitung in Gruppenarbeit

12:15 Mittagessen
13:00 Wechsel in Labor
13:15 Sicherheitsunterweisung

13:30 Versuch 1-4 (rotierend in Kleingruppen)

15:45 Pause

16:00 Versuch 1 —4 (rotierend in Kleingruppen)
18:15 Ende der Schulung

19:30 Abendessen

Mittwoch, 30. September 2026

8:30 Ankunft im Labor

9:00 Q&A Tag 1

9:30 Versuch 1 -4 (rotierend in Kleingruppen)

11:45 Mittagessen

12:30 Versuch 1 —4 (rotierend in Kleingruppen)
14:45 Abschlussgespréach

15:00 Schulungsende

Programm

Versuch 1  Die-Attach

. Silber-Sintern von SiC MOSFET bare die auf DBC

substrat
. Akustische Mikroskopie der Bondverbindung
. Messung der Scherfestigkeit von Sinter-

verbindungen

Versuch 2  Drahtbonden

. Aluminium-Dickdrahtbonden der SiC MOSFET

. Messung der Zugfestigkeit und Stromtragfahigkeit
von Drahtbonds

Versuch 3  Gehausetechnik

. 3D-Druck des Gehausedeckels
. Loten der Leistungs— und Signalverbinder
. Prifung der Isolationsfestigkeit /

Isolationspriifspannung

Versuch 4  Erprobung

. Zero-Gate-Voltage-Drain-Current IDSS
. Gate leakage current IGSS
. Threshold voltage Vth

. Durchlasskennline (temperaturabhangig) und
Durchlasswiderstand

. Thermischer Widerstand (Rds,on-Methode)



